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[はじめに]  

高品質な GaInN薄膜は、光無線給電(OWPT)

用の受光器として期待される。臨界膜厚以上の

膜厚を持つ、高品質の GaInN ヘテロエピタキ

シャル膜を得るためには、格子緩和プロセスの

制御が必要となる。Si アンチサーファクタン

トは、GaN の結晶成長モードを変化させるだ

けでなく、成長界面での転位の終端化の役割を

持つことが報告されている[1]。前回の応用物

理学会では、GaInN 膜成長初期時の Si アンチ

サーファクタント(Si 層)挿入の有無による異

なる GaInN膜の格子緩和過程を観察した[2]。 

本研究では、GaN 上 GaInN 膜成長時のその

場 X線逆格子空間マッピング（XRD-RSM）測

定を通して、GaInN 膜成長初期に挿入した Si

層の層数を変化させた際の各 GaInN 膜の格子

緩和過程を観察した。 

[実験方法]  

実験は、放射光施設 Spring-8 BL11XU の

MBE-XRD システムにより行った。この

MBE-XRDシステムは、RF-MBEチャンバーが

XRD ステージに取り付けられたシステムであ

る[3]。GaInN膜は、(0001)GaN/Al2O3基板上に、

成長温度 620℃で成長した。Ga/In 流量比、窒

素ガス流量、RF Powerは一定としている。Fig. 

1に示すように、GaInN膜の成長初期領域で Si

層を 0, 1, 5, 10層挿入した。GaInN膜の成長速

度は 100 nm/hであり成長時間は 30分である。

GaInN膜成長中はGaInN 10-11逆格子点におけ

るその場 XRD-RSM観察を行った。ピーク位置

は 2次元ガウス分布を使用して決定し、得られ

た RSMのピーク位置から緩和率を推定した。 

[実験結果・考察]  

Fig. 2に各サンプルの緩和率の時間変化を示

す。Si 層未挿入のサンプルの緩和率の時間変

化と比較して Si 層を挿入することにより、終

始高い緩和率が得られた。この結果から、Si

層の挿入は成長している GaInN 膜の格子緩和

を促進する効果があるといえる。 

Si 層未挿入のサンプルでは、成長時間の増

加に伴って緩和率が徐々に増加し、ゆっくりと

緩和が進行した。一方、Si 層を 1 層挿入した

サンプルでも成長時間の増加に伴って緩和率

が増加したが、未挿入のサンプルと比較して成

長初期段階での緩和率の急激な増加を確認し

た。Si層を 5, 10層挿入したサンプルでは、初

期の高い緩和率に対し、成長が進むにつれ緩和

率が低下する現象が確認された。 
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Fig. 1. Sample structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Relaxation rate as a function of growth time. 
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